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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置，包括：
多個胞元，排列在列和行的陣列中，其中所述多個胞元包括：

一個或多個較高胞元；

一個或多個較矮胞元，具有比所述較高胞元更小的胞元高度；以及

一個或多個半高度（OHH）胞元，具有比所述較高胞元的胞元高度更大的胞元高度；
多個主動區，形成在每個胞元中，其中所述主動區包括第一導電型態和與所述第一導電

型態相反的第二導電型態；

多個閘極區，每個閘極區延伸橫跨所述主動區；

多個源極和汲極，形成在所述主動區中，位於所述閘極區的相對側；以及

多個電源軌，包括第一電源軌和第二電源軌，分別定義一胞元的頂部邊界和底部邊界，

其中所述 OHH胞元的胞元高度實質上等於所述較高胞元的胞元高度加上所述較矮胞元
的一半胞元高度。

2.　如請求項 1所述的半導體裝置，其中：
所述較高胞元位於第一列；

所述較矮胞元位於第二列；以及

所述 OHH胞元跨越所述第一列和所述第二列，其中所述 OHH胞元具有與所述較高胞元
的頂部邊緣對準的頂部邊緣，以及與所述較矮胞元的中心對準的底部邊緣。

3.　如請求項 1所述的半導體裝置，其中：
一高胞元位於第一列；

一矮胞元位於第二列；以及

一 OHH胞元，位於所述第一列和所述第二列，其中所述 OHH胞元具有與所述矮胞元的
底部邊緣對準的底部邊緣，以及與所述高胞元的中心對準的頂部邊緣。
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4.　如請求項 1所述的半導體裝置，更包括一個或多個平均高度胞元，具有平均胞元高度，
所述平均胞元高度大於所述較矮胞元的胞元高度且小於所述較高胞元的胞元高度。

5.　如請求項 1所述的半導體裝置，其中：
一第一平均高度胞元，位於第一列；

一第二平均高度胞元，位於第二列；以及

一 OHH胞元，跨越所述第一列和所述第二列，其中所述 OHH胞元具有與所述第一平均
高度胞元的頂部邊緣對準的頂部邊緣，以及與所述第二平均高度胞元的中心對準的底部

邊緣。

6.　一種半導體裝置，包括：
多個胞元，排列成列和行的陣列，其中所述多個胞元包括：

一個或多個平均高度胞元；

多個單位胞元，包括：

一較高胞元，具有比所述平均高度胞元更大的胞元高度；

一較矮胞元，具有比所述平均高度胞元更小的胞元高度；以及

一個或多個半高度（OHH）胞元，具有比所述較高胞元更大的胞元高度；
多個主動區，形成在每個胞元中，其中所述主動區包括第一導電型態和與所述第一導電

型態相反的第二導電型態；

多個閘極區，每個閘極區延伸橫跨所述主動區；

多個源極和汲極，形成在所述主動區中，位於所述閘極區的相對側；以及

多個電源軌，包括第一電源軌和第二電源軌，分別定義一胞元的頂部邊界和底部邊界，

其中所述 OHH胞元的胞元高度實質上等於所述較高胞元的胞元高度加上所述較矮胞元
的一半胞元高度。

7.　如請求項 6所述的半導體裝置，其中：
所述較高胞元，位於第一列；

所述較矮胞元，位於第二列；以及

所述 OHH胞元，跨越所述第一列和所述第二列，其中所述 OHH胞元具有與所述較高胞
元的頂部邊緣對準的頂部邊緣，以及與所述較矮胞元的中心對準的底部邊緣。

8.　一種半導體裝置的製造方法，包括：
在半導體基板上製造多個胞元，排列成列和行的陣列，其中製造所述多個胞元包括：

製造定義較高胞元的一對第一電源軌；

製造定義較矮胞元的一對第二電源軌，其中所述較矮胞元具有比所述較高胞元更小的胞

元高度；

製造定義半高度（OHH）胞元的一對第三電源軌，其中所述 OHH胞元的胞元高度實質
上等於所述較高胞元和所述較矮胞元中的一個的胞元高度與所述較高胞元和所述較矮胞

元中的另一個的一半胞元高度之總和；

在每個胞元中圖案化一個或多個主動區；

在所述主動區上形成閘極結構；以及

摻雜所述主動區以在所述閘極結構的相對側形成源極和汲極區。

圖式簡單說明

從以下詳細描述和附圖中可最佳理解本揭露的各方面。

圖 1是根據本揭露各種實施例說明示例性佈局的示意圖。
圖 2是根據本揭露各種實施例說明另一示例性佈局的示意圖。
圖 3是根據本揭露各種實施例說明另一示例性佈局的示意圖。
圖 4是根據本揭露各種實施例說明另一示例性佈局的示意圖。
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圖 5是根據本揭露各種實施例說明另一示例性佈局的示意圖。
圖 6是根據本揭露各種實施例說明另一示例性佈局的示意圖。
圖 7是根據本揭露各種實施例說明另一示例性佈局的示意圖。
圖 8是根據本揭露各種實施例說明另一示例性佈局的示意圖。
圖 9是根據本揭露各種實施例說明另一示例性佈局的示意圖。
圖 10是根據本揭露各種實施例說明另一示例性佈局的示意圖。
圖 11是根據本揭露各種實施例說明另一示例性佈局的示意圖。
圖 12是根據本揭露各種實施例說明另一示例性佈局的示意圖。
圖 13是根據本揭露各種實施例說明另一示例性佈局的示意圖。
圖 14是根據本揭露各種實施例說明另一示例性佈局的示意圖。
圖 15是根據本揭露各種實施例製造裝置的示例性方法的流程圖。
圖 16是根據本揭露各種實施例的示例性電子設計自動化（electronic design automation，EDA）
系統的示意方塊圖。

圖 17是根據本揭露各種實施例的示例積體電路（integrated circuit，IC）製造系統的示意方塊
圖。
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